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１．概要（Summary） 

カネカ社は 2µm以下のフレキシブルエレクトロニクス材

料として有用である高品質なグラファイト膜を高分子焼成

法により大面積で作成することに成功した。非常に薄いグ

ラファイト膜内部の面直方向の電気抵抗率を正確に知る

ために、電極を直接断面に作成することは技術上困難で

ある。本研究では、薄さ 2µm 程度のグラファイト膜の平坦

な断面を作成し、走査トンネルポテンショメトリ(STP)法を

用いて厚さ 2µm のグラファイト膜の c 軸方向の電位勾配

から電気抵抗率ρcを測定した。その結果、ρc = 1.72±0.04 

mΩ・m であることを見積もった。この抵抗率は高品質

HOPG と同程度であり、測定試料の品質を裏付けるもの

となった。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

研磨機、クロスセクションポリッシャ(ALD付帯) 

【実験方法】 

グラファイト膜両面に Au を蒸着した後、厚さ 0.3 mm

程度の銅板を導電性銀ペーストにより両面に接着し、電

流印加電極としたその後、研磨機により銅板両面を研磨

した後、ダイヤモンドカッターで粗く切断した。切断面をク

ロスセクションポリッシャ装置でスパッタリングし、Fig.1b の

光学顕微鏡像、Fig.1c-e の Tapping AFM 像に示す平

坦な断面を作成した。その後、Fig.1a に示すように STP

法を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1fに結果を示す。X方向に定電流(9 mA)を印加し

ながら、STM 探針を断面に配置し探針直下の電位を取

得しながら探針位置を走査し、電位分布像を得た。試料

抵抗から生じる電位勾配が確認でき、Fi.1gの y方向に平

均したラインプロファイルから ρc を求めたところ、ρc = 

1.72±0.04 mΩ・mだった。 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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Fig.1 a, Setup of the MP-STP measurement over the cross section. b, Optical microscope image of the upper 
side of the structure shown in a. c, Topographic image of the surface shown in b. d, Amplitude image (differential 
image) of the topographic image shown in c. e, Line profile along the blue line shown in the topography image 
in c. f, 2D distribution of ΔΦ/Isample obtained by the grid measurement over a scanning range of 800 x 800 nm2. 
g, Line profile of ΔΦ/Isample along the x-direction, in which ΔΦ/Isample was averaged in the y-direction.  


